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Для формирования углеродных слоев использован метод импульсного лазерного нанесения в вакууме. Мишенью служила пластина пирографита, а источником излучения был АИГ:Nd лазер LQ 529, работающий на длине волны 532 нм с длительностью импульса 10 нс, энергией в импульсе 250 мДж (излучение фокусировалось на мишени в пятно площадью ~ 1.5 мм2). Подложками были пластины GaAs(001) и структуры SiO2/Si. Скорость нанесения слоев составляла 0.19 нм/с при температуре Tg = 500°С, а толщина варьировалась в диапазоне 2 – 20 нм. Углеродные слои имели p-тип проводимости. 
Структуры с C-слоями толщиной 8 нм на подложках GaAs подвергались облучению ионами S+ с энергией 40 кэВ и дозой (D) от 1014 до 3×1016 см-2. Согласно электронографическим исследованиям «на отражение» (электронограф ЭМР-102 при ускоряющем напряжении 50 кВ) структура исходных слоев представляет собой мелкозернистый поликристалл, а после имплантации ионов наблюдается аморфная фаза. Поверхностное сопротивление (RS) монотонно возрастало с дозой ионов от 104 Ом/кв. (исходное значение) до 5×105 Ом/кв. при максимальной D.
Отжиг эксимерным KrF лазером (длина волны 248 нм и длительность импульса 30 нс) вызывает кристаллизацию C-слоев при энергии импульса выше 200 мДж/см2. Изменение RS с энергией импульса различно для однотипных С-слоев, нанесенных на GaAs и подложки SiO2/Si.
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